Cw. 11. TECHNOLOGIA I WEASCIWOSCI CERMETOWYCH REZYSTOROW

GRUBOWARSTWOWYCH

CEL CWICZENIA

Zapoznanie si¢ z technologia cermetowych warstw grubych na przykladzie elementow
rezystywnych.

Okreslenie wptywu parametrow materialowo-technologiczno-konstrukcyjnych (rodzaj warstw
rezystywnych, materiat elektrod, gesto$¢ sita, temperatura wypalania, topologia warstw
rezystywnych) na podstawowe wtasciwosci elektryczne (rezystancja powierzchniowa i jej
rozrzut, goracy temperaturowy wspOlczynnik rezystancji, charakterystyka temperaturowa)
cermetowych rezystorow grubowarstwowych

PRZEBIEG CWICZENIA

1.

Pomiar rezystancji w temperaturze pokojowej dla wszystkich rezystorow
dostarczonych przez prowadzacego. Wyniki zamiesci¢ w tabelach 10.1a-b.

Wyznaczy¢ warto$¢ $rednig rezystancji (Rg) 1 rezystancji powierzchniowej (Rp)
w funkcji geometrii warstwy rezystywnej dla badanych kombinacji materialowo-
technologicznych. Przedstawi¢ w formie graficznej zaleznosci Ry =f (1) [w=const
iRy = f(n), gdzie 1 - dlugos¢ warstwy rezystywnej, w - szeroko$¢ warstwy, n = l/w -
wspotczynnik ksztattu.

Pomiar charakterystyk temperaturowych R(T) grubowarstwowych rezystorow
cermetowych. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem stolika grzejnego
z programowalng nastawg temperatury. Pomiary przeprowadzi¢ dla dwdch rezystorow
z kazdej z probek w zakresie temperatury 25+125 °C ze skokiem 10 °C. Wyniki
zestawi¢ w tabeli 10.2a-b. W oparciu o wyniki pomiaro6w wyznaczy¢ GTWR oraz
wykresli¢ charakterystyki AR/R»s = f(T) i TWR = {(T) dla poszczegolnych rezystorow
grubowarstwowych.

Uwaga:
Eksperymentalng charakterystyke TWR(T) wyznaczy¢ zgodnie z zaleznos$cia:
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Tabela 10.1 a,b. Wplyw geometrii na rezystancje powierzchniowg
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Oznaczenie probki:

Rozmiar

Nr mm’) | 03 x03 0,45 % 0,3 0,6 x0,3 0,9 x0,3 1,2x0,3
struktury

1,5%x0,3

1

2
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Rozmiar

Nr mm®) | 03 %06 0,45 x 0,6 0,6 x 0,6 0,9 x 0,6 12%0,6
struktury

1,5%0,6

1

2
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Tab. 10.2 a,b. Pomiar R=f(T)

Oznaczenie probki:

Rozmiar rezystora:

T (°C) R(T) AR/R2sc T (°C) TWR(T)
25 30
35 40
45 50
55 60
65 70
75 80
85 90
95 100
105 110
115 120
125

GTWR
Oznaczenie probki:
Rozmiar rezystora:

T (°C) R(T) AR/Rasc T (°C) TWR(T)
25 30
35 40
45 50
55 60
65 70
75 80
85 90
95 100
105 110
115 120
125

GTWR




